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(567) Hauptanspruch: Testvorrichtung, die einen
Anschlusskontakt mit einem auf einem Testobjekt ausge-
bildeten elektronischen Bauelement in elektrischen Kon-
takt bringt, um das elektronische Bauelement zu prifen,
wobei die Testvorrichtung umfasst:

einen Aufspanntisch, der aufweist: einen Kihimittelkanal,
durch den ein zum Ubertragen von Licht geeignetes Kiihl-
mittel stromt, eine durch ein Deckelelement gebildete Seite
zum Anbringen des Testobjekts, und eine der Seite zum
Anbringen des Testobjekts gegeniberliegende Seite, die
von einem lichtdurchldssigen Bauteil gebildet ist, wobei
der Aufspanntisch ausgebildet ist, das Testobjekt auf der
durch das Deckelelement gebildeten Seite zum Anbringen
anzubringen;

einen Lichtbestrahlungsmechanismus mit LEDs, die so
angeordnet sind, dass sie zu einer Oberflache an der der
Seite zum Anbringen des Testobjekts am Aufspanntisch
gegenlberliegenden Seite weisen, wobei die LEDs zum
Testobjekt gerichtet sind; und

eine Steuerung, die ausgebildet ist, die Temperatur des zu
prifenden elektronischen Bauelements durch Steuern der
Warmeabsorption durch

das KuhImittel und der Erwarmung durch Licht von den
LEDs zu steuern, wobei das Deckelelement und das licht-
durchlassige Bauteil miteinander in Kontakt kommen, und
wobei die Steuerung ausgebildet ist:

eine Lichtausgangsleistung der LEDs auf Basis von zumin-
dest einer gemessenen Temperatur des zu prifenden

elektronischen Bauelements zu steuern; und
die Warmeabsorption durch das Kahlmittel auf Basis der
Lichtausgangsleistung der LEDs zu steuern.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF VERWANDTE
ANMELDUNGEN

[0001] Die vorliegende Anmeldung beruht auf der
am 5. Marz 2018 in Japan eingereichten japanischen
Patentanmeldung Nr. 2018-38843 und beansprucht
deren Prioritat.

[0002] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
eine Testvorrichtung zur Prifung eines auf einem
Aufspanntisch angebrachten elektronischen Bauele-
ments.

HINTERGRUND

[0003] Bei einem Halbleiterherstellungsverfahren
werden auf einem Halbleiterwafer (im Folgenden
als ,Wafer® bezeichnet) mehrere elektronische Baue-
lemente ausgebildet, die ein vorgegebenes Schal-
tungsmuster aufweisen. Die fertigen elektronischen
Bauelemente werden auf ihre elektrischen Eigen-
schaften oder Ahnliches gepriift und in defektfreie
und defekte Produkte klassifiziert. Die Prifung der
elektronischen Bauelemente kann beispielsweise
mit Hilfe einer Testvorrichtung an dem Wafer vor
dem Aufteilen des Wafers in die elektronischen
Bauelemente erfolgen.

[0004] Eine Testvorrichtung fir ein elektronisches
Bauelement, die als Prober oder dergleichen
bezeichnet werden kann (im Folgenden als ,Prober*
bezeichnet), umfasst eine Proberplatine mit mehre-
ren stiftformigen Prifspitzen, einen Aufspanntisch
zum Anbringen eines Wafers und einen IC-Tester
(siehe JP H10 - 135 315 A). Ein solcher Prober
prift elektrische Eigenschaften der elektronischen
Bauelemente, indem die jeweiligen Prufspitzen der
Proberplatine mit Elektrodenkontaktflachen oder L6t-
perlen in Kontakt gebracht werden, die den Elektro-
den der elektronischen Bauelemente entsprechend
angeordnet sind, und Ubertragt Signale von den
elektronischen Bauelementen an einen IC-Tester.
AuRerdem wird bei einem der Offenbarung in der
JP H10 - 135 315 A gemalRen Prober bei einer Pri-
fung der elektrischen Eigenschaften der elektron-
ischen Bauelemente die Temperatur des Wafers zur
Simulation der Implementierungsumgebung
gesteuert, indem die Temperatur des Aufspannti-
sches mit Hilfe eines Kuhimittelkanals und einer im
Aufspanntisch installierten Heizung gesteuert wird.

[0005] JP 2008-060560 A offenbart eine Tempervor-
richtung zum Tempern eines Wafer. Die Tempervor-
richtung weist einen Prozessraum auf, in welchen
der Wafer geladen wird. An einer Deckenwand und
einer Bodenwand des Prozessraums sind an einer
dem Wafer entsprechenden Stelle Offnungen ausge-
bildet, und Lichtlibertragungselemente sind so am
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Prozessraum befestigt, dass sie die Offnungen abde-
cken. An der Deckenwand des Prozessraums ist ein
erstes Gehause vorgesehen, welches die oberen
Lichtibertragungselemente umgibt, und an der
Bodenwand des Prozessraums ist ein zweites
Gehause vorgesehen, welches die unteren Licht-
Ubertragungselemente umgibt. Von dem ersten und
zweiten Gehause werden Warmequellen aufgenom-
men, die jeweils mehrere LED-Elemente umfassen.
In den ersten und zweiten Gehausen sind jeweils
Halterungen ausgebildet, welche den Rand der
Lichtibertragungselemente haltern.  Unmittelbar
benachbart zu den Halterungen ist ein Raum vorge-
sehen, der von einem Kihlmittel durchstrémt wird.

[0006] JP 2015-056624 A offenbart eine Tempera-
tur-Steuervorrichtung, die dazu ausgebildet ist, die
Temperatur eines Wafers anzupassen. Die Tempera-
tur-Steuervorrichtung weist einen Aufspanntisch auf,
auf welchem der Wafer platziert wird, und eine Hebe-
einrichtung, um den Wafer zwischen einer ersten
Position auf dem Aufspanntisch und einer Gber der
ersten Position befindlichen zweiten Position auf
und ab zu bewegen. Eine Heizeinrichtung zum
Beheizen des Wafers mit Licht ist vorgesehen. Wei-
ter ist eine Kuhleinrichtung zum Kuihlen des Wafers
vorgesehen, indem Kaltemittel in den Aufspanntisch
geleitet wird.

[0007] Elektronische Bauelemente wurden in den
vergangenen Jahren immer schneller und kleiner,
wodurch der Integrationsgrad anstieg und die beim
Betrieb erzeugte Warmemenge deutlich zugenom-
men hat. Daher kann die Prifung eines elektron-
ischen Bauelements an einem Wafer zu einer thermi-
schen Belastung der anderen elektronischen
Bauelemente fiihren, wodurch es in den anderen
elektronischen Bauelementen zu Problemen kom-
men kann.

[0008] Um ein Auftreten dieses Problems zu verhin-
dern, kann ein Verfahren in Betracht gezogen wer-
den, bei dem der auf ein anderes elektronisches
Bauelement einwirkenden thermischen Belastung
durch Steuern der Temperatur des sich in der Pri-
fung befindenden elektronischen Bauelements mit
Hilfe des Kiihimittelkanals oder der Heizung des Auf-
spanntisches des in dem Patentdokument
JP H10 - 135 315 A vorgestellten Probers entgegen-
gewirkt wird. Bei Verwendung des Kuhlmittelkanals
und der Heizung in dem Aufspanntisch kann zwar
die Temperatur des Wafers als Ganzes kontrolliert
werden, einem Einwirken der thermische Belastung
auf andere elektronische Bauelemente kann jedoch
nicht durch eine lokale Steuerung der Wafertempera-
tur, beispielsweise indem die Temperatur lediglich in
der Umgebung des sich in der Prifung befindenden
elektronischen Bauelements gesteuert wird, entge-
gengewirkt werden. Dies liegt daran, dass der Kuhl-
mittelkanal und das Heizelement nicht einfach klei-
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ner gemacht werden koénnen, sodass eine lokale
Anordnung von Kuhimittelkanal und Heizelement
lokal im Aufspanntisch schwierig ist.

[0009] Daher vermeidet man beispielsweise eine
auf andere elektronische Bauelemente einwirkende
thermische Belastung, indem man die an das sich
in der Prufung befindende elektronische Bauelement
angelegte Spannung geringer halt als die in der
Implementierungsumgebung anzulegende relativ
hohe Implementierungsspannung. Dadurch Iasst
sich ein bei Anlegen einer Implementierungsspan-
nung auftretendes Problems nicht erkennen, bevor
das elektronische Bauelement in ein Gehause einge-
baut wurde, wodurch die Ausbeute der eingehausten
Bauelemente abnimmt und die Kosten zunehmen.

[0010] Ein Aufgabe der Technologie gemal der vor-
liegenden Offenbarung besteht in der Angabe einer
Testvorrichtung flir ein elektronisches Bauelement,
bei der einer Erhdhung der Kosten des elektron-
ischen Bauelements entgegengewirkt werden kann.

KURZBESCHREIBUNG

[0011] Die vorstehende Aufgabe wird durch die
Kombination der Merkmale des unabhangigen
Anspruchs 1 geldst. Bevorzugte Weiterbildungen fin-
den sich in den abhangigen Anspruchen.

[0012] Bei der vorliegenden Offenbarung ist eine
Testvorrichtung vorgesehen, die zum Prifen eines
elektronischen Bauelements einen Anschlusskon-
takt in elektrischen Kontakt mit dem auf einem Test-
objekt ausgebildeten elektronischen Bauelement
bringt, wobei die Testvorrichtung aufweist: einen Auf-
spanntisch, der einen Kihimittelkanal aufweist,
durch den ein zum Ubertragen von Licht geeignetes
KahImittel strémt, der zum Anbringen des Testob-
jekts daran ausgebildet ist und der eine der Seite
fur das Anbringen des Testobjekts gegenuberlie-
gende Seite aufweist, die von einem lichtdurchlassi-
gen Bauteil gebildet ist; einen Lichtbestrahlungsme-
chanismus mit LEDs, die so angeordnet sind, dass
sie zu einer Oberflache an der der Seite fUr das
Anbringen des Testobjekts am Aufspanntisch gegen-
Uberliegenden Seite weisen, wobei die LEDs zum
Testobjekt gerichtet sind; und eine Steuerung, die
ausgebildet ist, die Temperatur des zu prifenden
elektronischen Bauelements durch Steuern der War-
meabsorption durch das Kihlmittel und der Erwar-
mung durch Licht von den LEDs zu steuern, wobei
die Steuerung so ausgebildet ist, dass sie eine Licht-
ausgangsleistung der LEDs auf Basis von zumindest
einer gemessenen Temperatur des zu prifenden
elektronischen Bauelements steuert und die Warme-
absorption durch das Kihimittel auf Basis der Licht-
ausgangsleistung der LEDs steuert.
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[0013] Mit einer Testvorrichtung, die einem Aspekt
der vorliegenden Offenbarung entspricht, kann
einer Erhdhung der Kosten eines elektronischen
Bauelements entgegengewirkt werden.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht, die
den Aufbau einer Testvorrichtung gemaf einer
ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden
Offenbarung veranschaulicht.

Fig. 2 zeigt eine Vorderansicht, die den Aufbau
einer Testvorrichtung gemaf der ersten Ausflih-
rungsform der vorliegenden Offenbarung sche-
matisch veranschaulicht.

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht, die den Aufbau
eines Wafers eines Testobjekts schematisch
veranschaulicht.

Fig. 4 zeigt eine Querschnittsansicht, die den
Aufbau eines Objekttisches schematisch veran-
schaulicht.

Fig. 5 zeigt eine Draufsicht, die den Aufbau
eines Lichtbestrahlungsmechanismus schema-
tisch veranschaulicht.

Fig. 6 zeigt eine Ansicht, die den Aufbau einer
Schaltung zur Messung der Temperatur eines
Wafers bei der in Fig. 1 dargestellten Testvor-
richtung schematisch veranschaulicht.

Fig. 7 zeigt ein Blockschaltbild, das den Aufbau
einer Basiseinheit schematisch veranschaulicht.

Fig. 8 zeigt eine Querschnittsansicht, die den
Aufbau eines oberen Teils eines Objekttisches
einer Testvorrichtung gemaR einer zweiten Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Offenbarung
schematisch veranschaulicht.

Fig. 9 zeigt ein Blockschaltbild, das den Aufbau
einer Basiseinheit gemaR der zweiten Ausflih-
rungsform der vorliegenden Offenbarung sche-
matisch veranschaulicht.

Fig. 10 zeigt ein Blockschaltbild, das den Auf-
bau einer Basiseinheit gemaR einer dritten Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Offenbarung
schematisch veranschaulicht.

Fig. 11A und 11B zeigen Darstellungen zur Ver-
anschaulichung eines Simulationsergebnisses
(Vergleichsbeispiel 1) fur die Temperatur eines
zu prufenden elektronischen Bauelements,
wenn das elektronische Bauelement Warme
verzogerungsfrei erzeugt.

Fig. 12A und 12B zeigen Darstellungen zur Ver-
anschaulichung eines Simulationsergebnisses
(Vergleichsbeispiel 2) fur die Temperatur eines
zu prifenden elektronischen Bauelements,
wenn das elektronische Bauelement Warme
verzogerungsfrei erzeugt.
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Fig. 13A und 13B zeigen Darstellungen zur Ver-
anschaulichung eines Simulationsergebnisses
(Testbeispiel 1) flr die Temperatur eines zu pruif-
enden elektronischen Bauelements, wenn das
elektronische Bauelement Warme verzoge-
rungsfrei erzeugt.

Fig. 14A und 14B zeigen Darstellungen zur Ver-
anschaulichung eines Simulationsergebnisses
(Testbeispiel 2) fir die Temperatur eines zu prif-
enden elektronischen Bauelements, wenn das
elektronische Bauelement Warme verzoge-
rungsfrei erzeugt.

Fig. 15A und 15B zeigen Darstellungen zur Ver-
anschaulichung eines Simulationsergebnisses
(Testbeispiel 3) fir Temperatur eines zu prifen-
den elektronischen Bauelements, wenn das
elektronische Bauelement Warme verzoge-
rungsfrei erzeugt.

Fig. 16A und 16B zeigen Darstellungen zur Ver-
anschaulichung eines Simulationsergebnisses
(Testbeispiel 4) fur die Temperatur eines zu prif-
enden elektronischen Bauelements, wenn das
elektronische Bauelement Warme verzdge-
rungsfrei erzeugt.

AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG

[0014] Nachfolgend werden Ausflihrungsformen der
vorliegenden Offenbarung unter Bezugnahme auf
die Figuren beschrieben. In der Beschreibung und
in den Figuren wurden Elemente mit im Wesentli-
chen gleicher funktionaler Konfiguration mit den glei-
chen Bezugszeichen versehen, wobei in den Erlau-
terungen Wiederholungen unterlassen werden.

(Erste Ausfuhrungsform)

[0015] Die Fig. 1 und 2 zeigen eine perspektivische
Ansicht bzw. eine Vorderansicht, die jeweils den Auf-
bau eines als Testvorrichtung fungierenden Probers
1 gemal einer ersten Ausfiihrungsform der vorlie-
genden Offenbarung veranschaulichen. Fig. 2 zeigt
einen Teil des Probers 1 von Fig. 1 in einer Schnitt-
ansicht, um die in einer Aufnahmekammer und einer
Ladestation des Probers 1 von Fig. 1, die spater
beschrieben werden, untergebrachten Komponen-
ten darzustellen.

[0016] Der in den Fig. 1 und 2 dargestellte Prober 1
pruft die elektrischen Eigenschaften von jedem der
mehreren elektronischen Bauelemente (siehe Sym-
bol D in der spater beschriebenen Fig. 3), die an
einem als Testobjekt fungierenden Wafer W ausge-
bildet sind. Der Prober 1 weist eine Aufnahmekam-
mer 2 auf, die zum Aufnehmen eines Wafer wahrend
einer Prifung ausgebildet ist, eine neben der Auf-
nahmekammer 2 angeordnete Ladestation 3 und
einen Tester 4, der so angeordnet ist, dass er die Auf-
nahmekammer abdeckt.
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[0017] Die Aufnahmekammer 2 ist ein hohles
Gehause mit einem Objekttisch 10, an dem ein zu
prufender Wafer W befestigt wird. Der Wafer W wird
an dem Objekttisch 10 durch Ansaugen so gehalten,
dass sich die Position des Wafers W gegenuber dem
Objekttisch 10 nicht verschiebt. Der Objekttisch 10 ist
so ausgebildet, dass er in horizontaler und vertikaler
Richtung verfahren werden kann. Mit diesem Aufbau
kénnen die Elektroden durch Einstellen der relativen
Position zwischen einer spater zu beschreibenden
Proberplatine 11 und dem Wafer W an der Oberfla-
che des Wafers W mit den Prifspitzen 11a der Pro-
berplatine 11 in Kontakt gebracht werden.

[0018] Die Proberplatine 11 istin der Aufnahmekam-
mer 2 so oberhalb des Objekttisches 10 angeordnet,
dass sie dem Objekttisch 10 zugewandt ist. Die Pruf-
spitzen 11a stellen ein Beispiel fur Anschlusskont-
akte gemaR der Ausfiihrungsform dar. Die Prober-
platine 11 ist Uber eine Schnittstelle 12 mit dem
Tester 4 verbunden. Wenn jede der Prufspitzen 11a
mit einer Elektrode eines jeweiligen elektronischen
Bauelements am Wafer W in Kontakt kommt, ver-
sorgt jede Prifspitze 11a Uber die Schnittstelle 12
das elektronische Bauelement mit Strom vom Tester
4 oder Ubertragt ein Signal vom elektronischen Bau-
element Gber die Schnittstelle 12 an den Tester 4.

[0019] Die Ladestation 3 entnimmt einer (nicht
abgebildeten) FOUP (vorderseitig offenbaren Kas-
sette), bei der es sich um ein Transportbehaltnis han-
delt, den darin untergebrachten Wafer W und trans-
portiert den Wafer W zu dem sich in der
Aufnahmekammer 2 befindenden Objekttisch 10.
Ferner erhalt die Ladestation 3 den Wafer W nach
Abschluss der Prifung der elektrischen Eigenschaf-
ten der elektronischen Bauelemente D des Wafers
vom Objekttisch 10 und bringt den Wafer W in der
FOUP unter.

[0020] Daruber hinaus weist die Ladestation 3 eine
als Steuerung fungierende Basiseinheit 13, die zur
Ausfiihrung verschiedener Steuerungen wie bei-
spielsweise einer Regelung der Temperatur eines
zu prifenden elektronischen Bauelements ausgebil-
det ist, und eine Potenzialdifferenzmesseinheit 14
auf, die zum Messen einer Potenzialdifferenz in
einer (nicht abgebildeten) Potenzialdifferenzerzeu-
gungsschaltung eines jeweiligen elektronischen
Bauelements ausgebildet ist. Die Potenzialdifferen-
zerzeugungsschaltung wird z. B. von einer Diode,
einem Transistor oder einem Widerstand gebildet.
Die Potenzialdifferenzmesseinheit 14 ist Uber eine
Verbindungsleitung 15 mit der Schnittstelle 12 ver-
bunden, um eine Potenzialdifferenz zwischen zwei
Prifspitzen 11a zu erfassen, die die beiden Elektro-
den der Potenzialdifferenzerzeugungsschaltung
kontaktieren, und um die erfasste Potenzialdifferenz
an die Basiseinheit 13 zu Ubertragen. Die Struktur
der Verbindung einer jeden Prifspitze 11a mit der
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Verbindungsleitung 15 in der Schnittstelle 12 wird
spater beschrieben. Die Basiseinheit 13 ist Uber
eine Verbindungsleitung 16 mit dem Objekttisch 10
verbunden und steuert einen Lichtbestrahlungsme-
chanismus 40, der spater beschrieben wird, sowie
ein Durchflussregelventil, das zum Einstellen des
Volumenstroms eines Kihlmittels ausgebildet ist,
das zu einem Aufspanntisch 30 flieRt, der spater
beschrieben wird. Die Basiseinheit 13 und die Poten-
tialdifferenzmesseinheit 14 kbnnen zudem in der Auf-
nahmekammer 2 installiert sein, wobei die Potential-
differenzmesseinheit 14 auf der Proberplatine 11
installiert sein kann.

[0021] Der Tester 4 verflgt Gber eine (nicht abgebil-
dete) Testplatine zum Emulieren eines Teils der
Schaltungskonfiguration einer Hauptplatine, auf der
das elektronische Bauelement montiert ist. Die Test-
platine ist mit einem Tester-Computer 17 verbunden,
der auf der Grundlage eines Signals von dem elekt-
ronischen Bauelement bestimmt, ob das elektroni-
sche Bauelement defektfrei oder defekt ist. Durch
Ersetzen der Testplatine im Tester 4 ist es moglich,
die Schaltungskonfiguration mehrerer Typen von
Hauptplatinen zu emulieren.

[0022] Der Prober 1 weist ferner eine Benutzer-
schnittstelle 18 auf, die ausgebildet ist, einem Benut-
zer Informationen anzuzeigen und dem Benutzer die
Eingabe eines Befehls zu ermdglichen. Die Benut-
zerschnittstelle 18 umfasst z. B. einen Eingabeteil
wie beispielsweise ein Touchpanel oder eine Tastatur
und einen Anzeigeteil wie beispielsweise eine
Flussigkristallanzeige.

[0023] Bei einem Prober 1 mit den oben beschriebe-
nen Komponenten Ubertragt der Tester-Computer 17
bei der Priifung der elektrischen Eigenschaften eines
elektronischen Bauelements Uber die jeweiligen
Prifspitzen 11a Daten an eine mit dem elektron-
ischen Bauelement verbundene Prifplatine. Dann
bestimmt der Tester-Computer 17 anhand eines
elektrischen Signals von der Testplatine, ob die iber-
tragenen Daten von der Testplatine korrekt verarbei-
tet wurden.

[0024] Als Nachstes wird der Wafer W, der als Test-
objekt des oben beschriebenen Probers 1 fungiert,
unter Bezugnahme auf Fig. 3 beschrieben. Fig. 3
zeigt eine schematische Darstellung des Aufbaus
des Wafers W in einer Draufsicht. Wie in Fig. 3 dar-
gestellt wurden auf der Oberflache des Wafers W
mehrere elektronische Bauelemente D mit einem
vorgegeben Abstand dazwischen mit Hilfe eines auf
einem im Wesentlichen scheibenférmigen Silizium-
substrat ausgefiihrten Atzprozesses oder Verdrah-
tungsprozesses ausgebildet. Auf den elektronischen
Bauelementen D, d. h. auf der Oberflidche des
Wafers W, sind Elektroden E ausgebildet, wobei die
Elektroden E mit Schaltungselementen innerhalb der
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elektronischen Bauelemente D elektrisch verbunden
sind. Durch Anlegen einer Spannung an die Elektro-
den E ist es moglich, einen Stromfluss zu einem
Schaltungselement innerhalb eines jeweiligen elekt-
ronischen Bauelements D zu bewirken.

[0025] Als Nachstes wird die Konfiguration des
Objekttisches 10 unter Bezugnahme auf die Fig. 4
und 5 beschrieben. Fig. 4 zeigt eine schematische
Darstellung des Aufbaus eines oberen Teils des
Objekttisches 10 in einer Querschnittsansicht.
Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung des Auf-
baus eines spater zu beschreibenden Lichtbestrah-
lungsmechanismus 40 in einer Draufsicht. Wie in
Fig. 4 dargestellt, umfasst der Objekttisch 10 im obe-
ren Teil den Aufspanntisch 30 und den Lichtbestrah-
lungsmechanismus 40, die in Richtung von oben in
dieser Reihenfolge angeordnet sind. Der Aufspann-
tisch 30 ist zum Anbringen eines Wafers W an seiner
Oberseite ausgebildet. Der Lichtbestrahlungsme-
chanismus 40 strahlt Licht auf ein auf dem Aufspann-
tisch 30 angebrachtes Deckelelement 31, um das
Deckelelement 31 zu erwarmen und hierliber den
Wafer W zum Erwarmen der auf dem Wafer W aus-
gebildeten elektronischen Bauelemente D zu erwar-
men.

[0026] Der Aufspanntisch 30 besitzt an der Seite zur
Anordnung des Wafers W, d. h. der Oberseite, ein
Deckelelement 31 und an der Seite, die der Seite
zur Anordnung des Wafers W gegeniberliegt, d. h.
der Unterseite, ein Bodenelement 32. Das Deckel-
element 31 und das Bodenelement 32 kontaktieren
sich Uiber einen O-Ring 33.

[0027] Das Deckelelement 31 ist scheibenférmig
ausgebildet und besteht z. B. aus SiC. SiC besitzt
eine hohe Warmeleitfahigkeit und einen hohen Elas-
tizitdtsmodul sowie eine hohe Absorptionseffizienz
fur das Licht des Lichtbestrahlungsmechanismus
40. Ein Ausbilden des Deckelelements 31 unter Ver-
wendung von SiC erméglicht es daher, den auf dem
Deckelelement 31 angebrachten Wafers W durch
Erwarmen/Kuhlen des Deckelelements 31 effizient
zu erwarmen/kihlen. Ferner kann die Erzeugung
von Rissen oder Ahnlichem im Deckelelement 31
verhindert und das Deckelelement 31, d. h. der
Wafer W, Uber das Licht vom Lichtbestrahlungsme-
chanismus 40 effizient erwarmt werden. Da fir das
SiC ein Green-Sheet-Verfahren oder Ahnliches ver-
wendet werden kann, kann das SiC eine gute Verar-
beitbarkeit aufweisen, wodurch die Herstellungskos-
ten des Probers 1 gesenkt werden kdnnen.

[0028] In der Oberseite des Deckelelements 31 ist
ein (nicht abgebildetes) Saugloch zum Ansaugen
des Wafers W ausgebildet. In das Deckelelement
31 sind mehrere Temperatursensoren 31a an Posi-
tionen eingebettet, die in der Draufsicht zueinander
beabstandet sind.
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[0029] Das Bodenelement 32 ist scheibenférmig mit
im Wesentlichen dem gleichen Durchmesser wie das
Deckelelement 31 ausgebildet und besteht aus
einem lichtdurchlassigen Bauteil, das Licht des Licht-
bestrahlungsmechanismus 40 Ubertragt. Wenn es
sich bei dem Licht des Lichtbestrahlungsmechanis-
mus 40 um Licht im nahen Infrarotbereich handelt,
kénnen fiir das lichtdurchlassige Bauteil Polycarbo-
nat, Quarz, Polyvinylchlorid, Acrylharz oder Glas ver-
wendet werden. Da sich diese Materialien ferner
leicht bearbeiten und gieRen lassen, kénnen die Her-
stellungskosten fur den Prober 1 gesenkt werden.

[0030] AufRerdem ist auf der Oberseite des Boden-
elements 32 eine Nut ausgebildet, die einen Kihlmit-
telfluss in den Aufspanntisch 30 ermdglicht, wobei
die Nut von dem Deckelelement 31 zur Bildung
eines Kuhlmittelkanals 32a abgedeckt wird. Mit
anderen Worten weist der Aufspanntisch 30 den
durch das Deckelelement 31 und das Bodenelement
32 gebildeten Kihimittelkanal 32a auf. Im Prober 1
werden die an dem Wafer W ausgebildeten elektron-
ischen Bauelemente durch Kihlung des auf dem
Aufspanntisch 30 angebrachten Wafers W unter Ver-
wendung des durch den Kihimittelkanal 32a flieRen-
den Kuhimittels gekihlt, d. h. die Warme der elekt-
ronischen Bauelemente wird absorbiert.

[0031] In einem Seitenabschnitt des Bodenele-
ments 32 sind ein Zufuhranschluss 32b und ein
Ablaufanschluss 32c, die mit dem KuhImittelkanal
32a in Verbindung stehen, ausgebildet. Der Zufuhr-
anschluss 32b ist mit einem Zufuhrrohr 34 verbun-
den, Uiber das dem KuhImittelkanal 32a das Kihimit-
tel zugeflihrt wird, und der Ablaufanschluss 32c ist
mit einem Ablaufrohr 35 verbunden, Uber das das
Kihimittel aus dem Kihimittelkanal 32a abgefiihrt
wird. Das Zufuhrrohr 34 ist mit einem Durchflussre-
gelventil 36 versehen, das zur Steuerung des Volu-
menstroms des dem Kihlmittelkanal 32a zugefihr-
ten Kihimittels ausgebildet ist. Als
Durchflussregelventil 36 kann ein Ventil zur Steue-
rung des Volumenstroms des Kiihimittels in einem
Warmetauscher verwendet werden, das den Volu-
menstrom mit hoher Geschwindigkeit andern kann,
oder etwas Ahnliches. Als Durchflussregelventil 36
kann auch ein Dreiwegeventil eingesetzt werden,
um einen Bypasskanal zu schaffen, der den Kihimit-
telkanal 32a umgeht. Wenn es sich bei den Ventilen
des KuhImittelkanals 32a und des Bypasskanals um
Ventile mit variierbarem Leitwert handelt, kann eine
Regelung ohne Anderung des Gesamtleitwerts vor-
genommen werden, indem, unter der Annahme,
dass der Leitwert des Kihimittelkanales 32a Cv und
der Leitwert des Bypasskanals Cvb ist, Cv + Cvb
konstant gehalten wird.

[0032] Als durch den Kiihimittelkanal 32a flieRendes
Kahimittel wird z. B. Wasser verwendet, das eine
Flussigkeit ist, durch die Licht hindurchtreten kann,
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wobei das KuhImittel dem Kuhimittelkanal 32a Gber
das Zufuhrrohr 34 mittels einer (nicht dargestellten)
Pumpe zugefiihrt wird, die au3erhalb des Probers 1
angeordnet ist. Der Betrieb des Durchflussregelven-
tils 36 und dergleichen zur Einstellung des Kuhimit-
telvolumenstroms wird von der Basiseinheit 13
gesteuert.

[0033] Der Lichtbestrahlungsmechanismus 40 ist so
angeordnet, dass er einer Oberflache des Aufspann-
tisches 30 an einer der Seite fir das Anbringen des
Wafers W gegeniberliegenden Seite zugewandt ist,
mit anderen Worten, dass er einer Bodenflache des
Bodenelements 32 zugewandt ist.

[0034] Der Lichtbestrahlungsmechanismus 40
umfasst mehrere in Richtung des Wafers W gerich-
tete LEDs 41. Konkret weist der Lichtbestrahlungs-
mechanismus 40 mehrere LED-Einheiten U, in
denen mehrere LEDs 41 zu einer Baugruppe zusam-
mengefasst sind, sowie eine Grundplatte 42 auf, auf
der die LED-Einheiten U angebracht sind. Wie in
Fig. 5 dargestellt ist die gesamte Oberflache der
Grundplatte 42 beispielsweise im Wesentlichen mit
den aus den Einheiten U1 und U2 bestehenden
LED-Einheiten U des Lichtbestrahlungsmechanis-
mus 40 bedeckt. Die Einheiten U1, von denen jede
in der Draufsicht eine quadratische Form besitzt, sind
in der gleichen Weise wie die auf dem Wafer W aus-
gebildeten elektronischen Bauelemente D angeord-
net, wobei ihre Anzahl derjenigen der elektronischen
Bauelemente D entspricht (siehe Fig. 3). Die Einhei-
ten U2, von denen jede in der Draufsicht eine nicht-
quadratische Form besitzt, sind so angeordnet, dass
sie den Randbereich der Grundplatte 42 bedecken.
Dadurch lasst sich das Deckelelement 31, zumindest
jedoch der gesamte Bereich, an dem der Wafer W
angebracht ist, mit dem Licht von den LEDs 41 der
LED-Einheiten U bestrahlen.

[0035] Jede der LEDs 41 bestrahlt den Wafer W mit
Licht. Im vorliegenden Beispiel strahlt jede LED 41
Licht im nahen Infrarotbereich aus. Das von den
LEDs 41 ausgestrahlte Licht (im Folgenden mogli-
cherweise als ,LED-Licht® abgekirzt) durchstrahit
das aus einem lichtdurchlassigen Bauteil beste-
hende Bodenelement 32 des Aufspanntisches 30.
Das durch das Bodenelement 32 hindurchgetretene
Licht durchdringt ein lichtdurchlassiges Kuahimittel,
das durch den Kihimittelkanal 32a des Aufspannti-
sches 30 flieRt und trifft auf das Deckelelement 31
auf. Im Lichtbestrahlungsmechanismus 40 wird das
Licht, das auf das Deckelelement 31 auftrifft, auf dem
der Wafer W am Aufspanntisch 30 angebracht ist, in
LED-Einheiten U  entsprechenden  Einheiten
gesteuert. Dadurch kann der Lichtbestrahlungsme-
chanismus 40 eine beliebige Position des Deckelele-
ments 31 mit LED-Licht bestrahlen aber auch die
Intensitat des einstrahlenden Lichts zwischen einer
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beliebigen Position und einer anderen Position vari-
ieren.

[0036] Im Prober 1 wird die Temperatur eines zu
prifenden elektronischen Bauelements D, das auf
dem sich auf dem Aufspanntisch 30 befindenden
Wafer W ausgebildet ist, durch Erwarmung mit Licht
vom Lichtbestrahlungsmechanismus 40 und Warme-
absorption unter Verwendung des durch den Kiihl-
mittelkanal 32a fliekenden Kihimittels so gesteuert,
dass sie auf einer Solltemperatur konstant gehalten
wird. Zur Temperaturregelung misst der Prober 1 die
Temperatur des Wafers W.

[0037] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung
des Aufbaus einer Schaltung zum Messen der Tem-
peratur eines sich im Prober 1 befindenden elektron-
ischen Bauelements D. Wie in Fig. 6 dargestellt ver-
binden bei dem Prober 1 mehrere an der
Schnittstelle 12 angeordnete Verbindungsleitungen
20 jede der Prifspitzen 11a mit dem Tester 4. Zu
den Verbindungsleitungen 20 gehéren zwei Verbin-
dungsleitungen 20 in denen jeweils ein Relais 21
installiert ist und die den Tester 4 mit zwei Prifspitzen
11a verbinden, die sich mit zwei Elektroden E einer
Potentialdifferenzerzeugungsschaltung (z. B. einer
Diode) des elektronischen Bauelements D in Kontakt
befinden.

[0038] Jedes Relais 21 ist umschaltbar ausgebildet,
sodass es das Potenzial einer jeweiligen Elektrode E
wahlweise an den Tester 4 oder die Potenzialdiffe-
renzmesseinheit 14 Ubertragt. Beispielsweise uUber-
tragt jedes Relais 21 bei der Prifung der elektrischen
Eigenschaften des elektronischen Bauelements D zu
einem vorgegebenen Zeitpunkt nach Anlegen der
Implementierungsspannung an jede der Elektroden
E das Potential der jeweiligen Elektrode E an die
Potenzialdifferenzmesseinheit 14. Dass sich die
Potentialdifferenz, die in der Potentialdifferenzerzeu-
gungsschaltung erzeugt wird, wenn ein vorgegebe-
ner Strom durch diese flieBt, mit der Temperatur
andert, ist hierbei bekannt. Somit kann die Tempera-
tur des elektronischen Bauelements D wahrend der
Prifung auf Basis der Potentialdifferenz der Poten-
tialdifferenzerzeugungsschaltung des elektronischen
Bauelements D, d. h. der Potentialdifferenz zwischen
zwei Elektrodenkontaktflachen E (Prifspitzen 11a)
der Potentialdifferenzerzeugungsschaltung, in Echt-
zeit gemessen werden. Im Prober 1 bezieht die
Potentialdifferenzmesseinheit 14 die Potentialdiffe-
renz der Potentialdifferenzerzeugungsschaltung des
elektronischen Bauelements D auf Basis des von
dem jeweiligen Relais 21 Ubertragenen Potentials
der jeweiligen Elektrode E und Ubertragt die bezo-
gene Potentialdifferenz der Potentialdifferenzerzeu-
gungsschaltung dann an die Basiseinheit 13. Die
Basiseinheit 13 misst die Temperatur des elektron-
ischen Bauelements D auf Basis der Ubertragenen
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Potentialdifferenz sowie der Temperaturcharakteris-
tik der Potentialdifferenzerzeugungsschaltung.

[0039] Das Verfahren zur Messung der Temperatur
des elektronischen Bauelements D ist nicht auf das
oben angegebene beschrankt, wobei jedes andere
Verfahren verwendet werden kann, sofern es die
Temperatur des elektronischen Bauelements D mes-
sen kann.

[0040] Als Nachstes wird ein die Temperaturrege-
lung des elektronischen Bauelements D der Basis-
einheit 13 betreffender Aufbau unter Bezugnahme
auf Fig. 7 beschrieben. Fig. 7 zeigt ein Blockschalt-
bild, in dem der Aufbau einer Basiseinheit schema-
tisch skizziert darstellt ist. Die Basiseinheit 13 wird z.
B. mit einem Computer konfiguriert und verfligt Gber
einen Programmspeicherteil (nicht dargestellt). Der
Programmspeicherteil speichert ein Programm zur
Steuerung verschiedener Prozesse, wie z. B. eines
Prozesses zur Regelung der Temperatur des elekt-
ronischen Bauelements D im Prober 1.

[0041] Das Programm kann auf einem computerles-
baren Speichermedium, wie beispielsweise einer
computerlesbaren Festplatte (HD), einer Diskette
(FD), einer Compact-Disc (CD), einer magneto-opti-
schen Diskette (MO) oder einer Speicherkarte
gespeichert und von dem Speichermedium in die
Basiseinheit 13 installiert werden.

[0042] Die Basiseinheit 13 weist einen Speicherteil
13a, einen Bauelementtemperaturinformationsbe-
zugsteil 13b, einen Bauelementtemperaturberech-
nungsteil 13c, einen LED-Betriebswertbestimmungs-
teil 13d, einen Ventilbetriebswertbestimmungsteil
13e, einen LED-Steuerungsteil 13f, einen Ventils-
teuerungsteil 13g und einen Aufspanntischtempera-
turbezugsteil 13h auf.

[0043] Im Speicherteil 13a werden die Solltempera-
tur des elektronischen Bauelements D, der Sollwert
des Betriebswerts der LED 41 des Lichtbestrah-
lungsmechanismus 40, die Temperatur des KuhImit-
tels und dergleichen gespeichert. Der Sollwert des
Betriebswerts der LED 41 und die Temperatur des
KlUhImittels werden vorab auf Basis der Solltempera-
tur des elektronischen Bauelements D, der maxima-
len Ausgangsleistung der LED 41 und dergleichen
bestimmt. Im Speicherteil 13a werden auch Informa-
tionen Uber die Temperaturcharakteristika der Poten-
tialdifferenz der Potentialdifferenzerzeugungsschal-
tung des elektronischen Bauelements D gespeichert.

[0044] Der Bauelementtemperaturinformationsbe-
zugsteil 13b bezieht von der Potentialdifferenzmess-
einheit 14 als Information Uber die Temperatur des zu
prufenden elektronischen Bauelements D Informatio-
nen Uber die Potentialdifferenz der oben beschriebe-
nen Potentialdifferenzerzeugungsschaltung des
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elektronischen Bauelements D. Die Bauelementtem-
peraturberechnungseinheit 13c berechnet die zu
erfassende Temperatur des elektronischen Bauele-
ments D auf Basis der Potentialdifferenz der Poten-
tialdifferenzerzeugungsschaltung des zu prifenden
elektronischen Bauelements und der Temperatur-
charakteristika der Potentialdifferenz der Potential-
differenzerzeugungsschaltung, wobei die Potential-
differenz der Potentialdifferenzerzeugungsschaltung
und die Temperaturcharakteristika der Potentialdiffe-
renz der Potentialdifferenzerzeugungsschaltung aus
den von dem Bauelementtemperaturinformationsbe-
zugsteil 13b bezogenen Informationen erhalten wer-
den.

[0045] Der LED-Betriebswertbestimmungsteil 13d
dient der Durchflihrung einer Riickkopplungssteue-
rung (z. B. einer PID-Regelung), um die Temperatur
des zu prufenden elektronischen Bauelements D auf
der Solltemperatur konstant zu halten, und bestimmt
den Betriebswert der LED 41. Konkret berechnet der
LED-Betriebswertbestimmungsteil 13d z. B. eine
Abweichung der durch den Bauelementtemperatur-
berechnungsteil 13c berechneten Temperatur des
elektronischen Bauelements D von der im Speicher-
teil 13a gespeicherten Solltemperatur des elektron-
ischen Bauelements D und berechnet/bestimmt den
Betriebswert der LED 41, die dem zu prifenden
elektronischen Bauelement D zugeordnet ist,
anhand des PID-Betriebs auf Basis der Abweichung.

[0046] Der Ventilbetriebswertbestimmungsteil 13e
dient der Durchflihrung einer Riickkopplungssteue-
rung (z. B. einer PID-Regelung), um den von dem
LED-Betriebswertbestimmungsteil 13d ermittelten
Betriebswert der LED 41 auf einem Sollwert konstant
zu halten, und bestimmt den Betriebswert des Durch-
flussregelventils 36 zur Regelung des Volumenst-
roms des Kihlmittels, das durch den Kuhimittelkanal
32a des Aufspanntisches 30 flie3t. Konkret berech-
net der Ventilbetriebswertbestimmungsteil 13e z. B.
eine Abweichung zwischen dem von dem LED-
Betriebswertbestimmungsteil 13d  berechneten
Betriebswert der LED 41 und einem in dem Speicher-
teil 13a gespeicherten Sollwert fir den Betriebswert
der LED 41 und berechnet/bestimmt den Betriebs-
wert des Durchflussregelventils 36 anhand des PID-
Betriebs auf Basis der Abweichung. Die fir die
Berechnung des Betriebswerts des Durchflussregel-
ventils 36 erforderliche Information tiber die Tempe-
ratur des Kiihimittels wird im Speicherteil 13a gespei-
chert.

[0047] Der LED-Steuerungsteil 13f stellt die Licht-
ausgangsleistung der LED 41 auf Basis des von
dem LED-Betriebswertbestimmungsteil 13d berech-
neten Betriebswerts ein. Hierdurch wird die Erwar-
mung des zu prifenden elektronischen Bauelements
D oder dergleichen durch das Licht der LED 41
gesteuert. Der Ventilsteuerungsteil 13g stellt auf
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Basis des von dem Ventilbetriebswertbestimmungs-
teil 13e berechneten Betriebswerts den Offnungs-
grad des Durchflussregelventils 36 und den Volu-
menstrom des Kuhlmittels ein, das durch den sich
im Aufspanntisch 30 befindenden Kuhimittelkanal
32a flieRt. Hierdurch wird die Absorption von
Warme aus dem zu prifenden elektronischen Bau-
element D oder dergleichen durch das Kihimittel
gesteuert.

[0048] Bei der oben beschriebenen Konfiguration
steuert die Basiseinheit 13 die Erwarmung mit Hilfe
der Lichtausgangsleistung der dem elektronischen
Bauelement D zugeordneten LED 41 auf Basis der
Temperatur des zu prifenden elektronischen Baue-
lements D und steuert auch die Warmeabsorption
durch das Kihimittel im KihImittelkanal 32a des Auf-
spanntisches 30 auf Basis der Lichtausgangsleis-
tung der LED 41, um die Temperatur des zu prifen-
den elektronischen Bauelements D zu steuern. Mit
anderen Worten fiihrt die Basiseinheit 13 bei der
oben beschriebenen Konfiguration eine Kaskadenre-
gelung durch, bei der der sich auf die Lichtausgangs-
leistung der schnell reagierenden LED 41 bezie-
hende Betriebswert eine Flhrungsregelungsseite
darstellt und der sich auf den langsam reagierenden
Volumenstrom des KihImittels beziehende Betriebs-
wert, die Folgeregelungsseite darstellt. Bei dem auf
der Temperaturregelung der Basiseinheit 13 basier-
enden Regelverfahren handelt es sich um eine Sli-
ding-Mode-Regelung, bei der sowohl ein lineares
Element als auch ein nichtlineares Element einge-
setzt wird. Als lineares Element werden die Lichtaus-
gangsleistung der LED 41 und als nichtlineares Ele-
ment der Volumenstrom des Kihimittels verwendet.
Bei der Sliding-Mode-Regelung wird ein Steuerungs-
betriebswert Ublicherweise in einen linearen Steuer-
ungsbetriebswert und einen nichtlinearen Steuer-
ungsbetriebswert aufgeteilt. Der lineare
Steuerungsbetriebswert minimiert die Regelabwei-
chung des Zustands eines Regelsystems auf einer
Schalt-Hyperebene (switching hyperplane), wahrend
der nichtlineare  Steuerungsbetriebswert den
Zustand des Regelsystems zur Schalt-Hyperebene
richtet, wenn ein Modellierungsfehler oder eine mog-
liche Stdrung vorliegen.

[0049] Der Aufspanntischtemperaturbezugsteil 13h
der Basiseinheit 13 bezieht vom Temperatursensor
31a Informationen Uber die Temperatur des Auf-
spanntisches 30, insbesondere Informationen Uber
die Temperatur des Deckelelements 31.

[0050] Als Nachstes wird ein Beispiel fir eine Proze-
dur zur Priifung eines Wafers W unter Verwendung
des Probers 1 beschrieben. Zunachst wird der Wafer
W aus einer FOUP der Ladestation 3 herausgenom-
men, zum Obijekttisch 10 transportiert und auf die-
sem angebracht. Anschlieltend wird der Objekttisch
10 in eine vorgegebene Position gebracht.
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[0051] Daraufhin werden alle LEDs 41 des Licht-
bestrahlungsmechanismus 40 eingeschaltet, und
die Lichtausgangsleistung der LEDs 41 und der Volu-
menstrom des in dem Aufspanntisch 30 flieRenden
Kahimittels auf Basis der vom Temperatursensor
31a des Deckelelements 31 erfassten Informationen
so eingestellt, dass die Temperatur des Deckelele-
ments 31 Uber der Flache gleichmaRig ist.

[0052] In diesem Zustand erfasst die Potentialdiffe-
renzmesseinheit 14 die Potentialdifferenz an der
oben beschriebenen Potentialdifferenzerzeugungs-
schaltung des zu prifenden elektronischen Bauele-
ments D. Danach wird die flichenmafRig gleichférmig
gemachte Temperatur des Deckelelements 31 im
Wesentlichen an die Temperatur des zu prifenden
elektronischen Bauelements D so angeglichen,
dass die Potentialdifferenz kalibriert wird. Mit ande-
ren Worten werden die Informationen Uber die Tem-
peraturcharakteristika der Potentialdifferenz korri-
giert.

[0053] Im Anschluss daran wird der Objekttisch 10
so bewegt, dass die Elektroden E des zu priifenden
elektronischen Bauelements D des am Objekttisch
10 angebrachten Wafers W mit den Prufspitzen 11a
in Kontakt gebracht werden. Danach wird in die Prif-
spitzen 11a ein Prifsignal eingegeben. Hierdurch
wird die Prifung des elektronischen Bauelementes
D gestartet. Wahrend der Priifung wird die Lichtaus-
gangsleistung der LEDs 41 der dem Bauelement
zugeordneten LED-Einheit U, d. h. die an die LEDs
41 angelegte Spannung, auf Basis der Informationen
Uber die in der Potentialdifferenzerzeugungsschal-
tung des zu priifenden elektronischen Bauelements
D erzeugte Potentialdifferenz so gesteuert, dass die
Temperatur des elektronischen Bauelements D die
Priftemperatur/Solltemperatur annimmt, wobei der
Volumenstrom des Kuhimittels in dem Aufspanntisch
30, d. h. der Offnungsgrad des Durchflussregelven-
tils 36, so gesteuert wird, dass die Ausgangsleistung
der LEDs 41 einen Sollwert annimmt.

[0054] AnschlieRend werden die auf die Kalibrie-
rung der Potentialdifferenz der Potentialdifferenzer-
zeugungsschaltung des elektronischen Bauele-
ments D folgenden Schritte so oft wiederholt, bis die
Prifung von allen elektronischen Bauelementen D
abgeschlossen ist.

[0055] Nachfolgend werden die Wirkungen der vor-
liegenden Ausfiihrungsform beschrieben. Bei der
vorliegenden Ausfuhrungsform lasst sich der Volu-
menstrom des Kihimittels im Aufspanntisch 30 mit
Hilfe des Durchflussregelventils 36 regeln. Auler-
dem kann das Kihimittel, das im KuhIimittelkanal
32a des Aufspanntisches 30 stromt, Licht Gbertra-
gen, da der Lichtbestrahlungsmechanismus 40 dem
Bodenelement 32, das sich am Aufspanntisch 30 an
der Seite gegeniiber der Seite zum Anbringen des
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Wafers W befindet, zugewandt angeordnet und das
Bodenelement 32 als lichtdurchlassiges Bauteil aus-
gebildet ist. Daher kann das LED-Licht einer jeden
LED 41 das Deckelelement 31 des Aufspanntisches
30 durch das KuhImittel und dergleichen hindurch
erreichen. AuRerdem kann der Lichtbestrahlungsme-
chanismus 40 das Deckelelement 31 mit dem LED-
Licht einer jeweiligen LED-Einheit U lokal bestrahlen.
Wie oben beschrieben kann, wenn der Volumen-
strom des Kuhlmittels mit Hilfe des Durchflussregel-
ventils 36 geregelt werden kann, die Temperatur des
elektronischen Bauelements D unabhangig von der
Art der Regelung des LED-Lichts allein Uber die
Regelung der Volumenstroms des Kihimittels gere-
gelt werden. Bei der vorliegenden Ausfiuihrungsform
wird die Temperatur des elektronischen Bauele-
ments D jedoch auch Uber die Steuerung des LED-
Lichts geregelt. Konkret wird das Deckelelement 31
wahrend der Kiihlung des gesamten Deckelelements
31 durch das sich im Aufspanntisch 30 befindende
Kahlmittel lokal mit LED-Licht bestrahlt, damit nur
das sich in der Prufung befindende elektronisches
Bauelement D erwarmt wird. Das bedeutet, dass
lediglich die Temperatur des sich in der Prifung
befindenden elektronischen Bauelements D geregelt
wird, wahrend die anderen elektronischen Bauele-
mente D des Wafers W gekihlt werden. Daher
kann einem Ubergreifen einer von dem sich in der
Prifung befindenden elektronischen Bauelement D
ausgehenden thermische Belastung auf andere
elektronische Bauelemente D entgegengewirkt wer-
den. Folglich kann an das gewlinschte elektronische
Bauelement D eine Implementierungsspannung
angelegt werden, sodass ein Problem, das beim
Anlegen der Implementierungsspannung auftritt, vor
dem Einbau in ein Gehduse aufgefunden werden
kann. Hierdurch kann einer Verringerung der Aus-
beute der eingehdusten Bauelemente und einer
Zunahme der Kosten entgegengewirkt werden.
Auflerdem kann der Lichtbestrahlungsmechanismus
40 die Intensitat des von einer jeweiligen LED-Einheit
U auf das Deckelelement 31 gestrahlten Lichts lokal
andern. Dies ermdglicht eine lokale Anderung des
LED-Lichtbestrahlungszustands des Deckelele-
ments 31 wahrend einer Kihlung des gesamten
Deckelelements 31 mit Hilfe des KihImittels im Auf-
spanntisch 30. Dadurch kann erreicht werden, dass
das sich in der Prifung befindende elektronische
Bauelement D einen anderen Erwarmungszustand
aufweist als die Ubrigen elektronischen Bauele-
mente. Mit anderen Worten kann das zu prifende
elektronische Bauelement D gepruft werden, wah-
rend die Temperatur von sowohl des zu prifenden
elektronischen Bauelements D als auch der anderen
elektronischen Bauelemente D des Wafers W gere-
gelt wird. Bei der Chargen-Kontaktprifung, die bei
einem D-RAM oder dergleichen eingesetzt wird,
wird zur Anpassung der Verteilung die gesamte
Oberflache des Lichtbestrahlungsmechanismus 40
eingeschaltet. Da die Heizleistung des Wafers in die-
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sem Modus gering ist, kann die Heizleistung aus-
schlieRlich Uber die Bestrahlungsenergie der LEDs
eingestellt werden.

[0056] Bei der vorliegenden Ausfihrungsform
erfolgt die Steuerung der Absorption von Warme
aus dem elektronischen Bauelement mit Hilfe des
KihImittels durch eine schnell reagierende Anpas-
sung des Volumenstroms des Kulhlmittels, anstatt
durch eine langsam reagierende Anpassung der
Temperatur des Kihlmittels. Sodann steuert die
Basiseinheit 13 zur Regelung der Temperatur des
zu prifenden elektronischen Bauelements D wie
oben beschrieben die Erwarmung tber die Lichtaus-
gangsleistung der dem elektronischen Bauelement D
zugeordneten LEDs 41 auf Basis der Temperatur des
zu prufenden elektronischen Bauelements D und
auch die Warmeabsorption durch das sich im Kihl-
mittelkanal 32a des Aufspanntisches 30 befindende
KihImittel auf Basis der Lichtausgangsleistung der
LEDs 41. Wenn anders als bei der vorliegenden Aus-
fihrungsform lediglich die Erwarmung durch die von
den LEDs abgegebene Lichtleistung gesteuert wird,
um die Absorption von Warme aus dem elektron-
ischen Bauelement durch das Kuhimittel konstant
zu halten, missen LEDs mit einer hohen maximalen
Ausgangsleistung verwendet oder die Dichte der
LEDs erhoht werden, um einen Temperaturanstieg
des elektronischen Bauelements zu verringern,
wenn die Heizleistung des elektronischen Bauele-
ments sehr grof3 wird. LEDs 41 mit einer groRRen
maximalen Ausgangsleistung sind jedoch teuer und
eine hohere Dichte der LEDs 41 flhrt zu steigenden
Kosten. AuRerdem missen, wenn LEDs 41 mit gro-
er maximaler Ausgangsleistung verwendet oder die
Dichte der LEDs 41 erhéht werden, die LEDs 41
selbst gekiihlt werden. Dagegen missen bei der vor-
liegenden Ausfihrungsform, da die Steuerung wie
oben beschrieben erfolgt, weder LEDs 41 mit grol3er
maximaler Ausgangsleistung verwendet noch die
Anzahl der LEDs 41 erhdht werden. Folglich kann
eine Zunahme der Kosten verhindert werden, wobei
sich ein Kihlen der LEDs ertbrigt. Ferner kann die
Zuverlassigkeit des Probers 1 aufrechterhalten wer-
den, da die Ausfallrate von LEDs 41 gering ist, wenn
sie nicht geklhlt werden.

[0057] Bei der vorliegenden Ausfiihrungsform wird
als warmeabsorbierendes KihImittel Wasser ver-
wendet. Daher kann die Warmeabsorption durch
das KuhiImittel mit einer héheren Geschwindigkeit
erfolgen, als dies bei der Verwendung eines Kihimit-
tels auf FCKW-Basis der Fall ist. Da bei der vorlie-
genden Ausflihrung als warmeabsorbierendes Kiihl-
mittel Wasser und fir das Deckelelement 31 des
Aufspanntisches 30 SiC verwendet werden, ist das
Temperaturansprechverhalten hoch. AufRerdem
kann die Prifung eines elektronischen Bauelements
D bei der vorliegenden Ausfuhrungsform waferweise
erfolgen und ein Herausschneiden des elektron-

ischen Bauelements D in Form eines Chips ist nicht
erforderlich.

(Zweite Ausfihrungsform)

[0058] Die Darstellungen der Fig. 8 und 9 dienen zur
Erlauterung einer als Prober ausgebildeten Testvor-
richtung fur ein elektronisches Bauelement gemaf
einer zweiten Ausfiihrungsform der vorliegenden
Offenbarung. Fig. 8 zeigt eine Querschnittsansicht,
die den Aufbau eines oberen Teils eines Objektti-
sches des Probers veranschaulicht. Fig. 9 zeigt ein
Blockschaltbild, das den Aufbau der Basiseinheit des
Probers schematisch skizziert veranschaulicht.

[0059] Bei einem wie in Fig. 4 dargestellten Prober
gemal der ersten Ausflihrungsform erfolgt die
Steuerung der Absorption von Warme aus dem elekt-
ronischen Bauelement durch das Kihimittel mit Hilfe
des Durchflussregelventils 36, das zur Steuerung
des Volumenstroms des Kuhlmittels ausgebildet ist.
Dagegen erfolgt bei einem wie in Fig. 8 dargestellten
Prober gemall der zweiten Ausfiihrungsform die
Steuerung der Absorption von Warme aus dem elekt-
ronischen Bauelement durch das Kihimittel mit Hilfe
eines Hochgeschwindigkeitsschaltventils 50, das
zum Umschalten zwischen Ausfihrung und Unter-
brechung der Kuhimittelzufuhr ausgebildet ist. In
der nachfolgenden Beschreibung kénnen bei dem
Hochgeschwindigkeitsschaltventil 50 der Zustand,
bei dem die Kuhimittelzufuhr erfolgt, als ,EIN-
Zustand®“ und der Zustand, bei dem die Kuhimittelzu-
fuhr unterbrochen ist, als ,AUS-Zustand" bezeichnet
sein.

[0060] Als Hochgeschwindigkeitsschaltventil 50
konnen ein Gasventil oder dergleichen verwendet
werden, das in einem Atomlagenabscheidungs
(ALD) - Schichtbildungsgerat eingesetzt wird und
mit hoher Geschwindigkeit zwischen Ausfiihrung
und Unterbrechung der Zufuhr eines Kuhlmittels
umzuschalten kann. AuBerdem besteht das KuhImit-
tel bei der vorliegenden Ausfiihrungsform ebenfalls
aus Wasser.

[0061] Wie in Fig. 9 dargestellt, weist die Basisein-
heit 13 der vorliegenden Ausfihrungsform einen
Ventilbetriebswertbestimmungsteil 60 und einen
Ventilsteuerungsteil 61 auf.

[0062] Der Ventilbetriebswertbestimmungsteil 60
dient dazu, eine Ruckkopplungsregelung so durch-
zufuhren, dass der durch den LED-Betriebswertbes-
timmungsteil 13d bestimmte Betriebswert einer LED
41 in einen vorgegebenen Bereich von einem Soll-
wert fallt. Der Ventilbetriebswertbestimmungsteil 60
bestimmt den Betriebswert des Hochgeschwindig-
keitsschaltventils 50. Konkret bestimmt der Ventilbet-
riebswertbestimmungsteil 60 den Betriebswert des
Hochgeschwindigkeitsschaltventils 50 z. B. auf
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Basis dessen, ob der von dem LED-Betriebswertbes-
timmungsteil 13d berechnete Betriebswert der LED
41 einen vorgegebenen Wert (den Sollwert) tber-
schritten hat.

[0063] Zudem wird, wenn die Schaltzeit des Hoch-
geschwindigkeitsschaltventils 50 theoretisch Null
betragt, ein zu steuerndes Objekt auf einer Hyper-
ebene fixiert, sodass ein Sliding-Mode realisiert wer-
den kann. Die Schaltzeit des Hochgeschwindigkeits-
schaltventils 50 ist jedoch in Wirklichkeit endlich und
fUhrt zu einem Schlagen. So begriindet der Ventilbet-
riebswertbestimmungsteil 60 eine Hysterese des
vorgegebenen Werts. Das heil3t, dass, wenn sich
das Hochgeschwindigkeitsschaltventil 50 im AUS-
Zustand befindet, der Betriebswert des Hochge-
schwindigkeitsschaltventils 50 so bestimmt wird,
dass das Hochgeschwindigkeitsschaltventil 50 in
den EIN-Zustand geschaltet wird, wenn der durch
den LED-Betriebswertbestimmungsteil 13d berech-
nete Betriebswert der LED 41 den Sollwert um
einen vorgegebenen Wert Uberschreitet. Wenn sich
das Hochgeschwindigkeitsschaltventil 50 im EIN-
Zustand befindet, wird der Betriebswert des Hochge-
schwindigkeitsschaltventils 50 so bestimmt, dass
das Hochgeschwindigkeitsschaltventii 50 in den
AUS-Zustand geschaltet wird, wenn der Betriebswert
der LED 41 unter einen Wert fallt, der durch Subtra-
hieren des vorgegebenen Werts vom Sollwert erhal-
ten wird. Die Information Uber die Hysterese, d. h.
den vorgegebenen Wert, wird im Speicherteil 13a
gespeichert. Man kann sagen, dass der Ventilbet-
riebswertbestimmungsteil 60 eine Riickkopplungsre-
gelung so vornimmt, dass der Mittelwert der durch
den LED-Betriebswertbestimmungsteil 13d
bestimmten Betriebswerte der LED 41 dem Sollwert
konstant entspricht.

[0064] Der Ventilsteuerteil 61 schaltet zwischen
dem Offnen und SchlieRen des Hochgeschwindig-
keitsschaltventils 50 auf Basis des Betriebswerts
um, der durch den Ventilbetriebswertbestimmungs-
teil 60 bestimmt wurde. Damit wird die Absorption
von Warme aus dem elektronischen Bauelement D
oder dergleichen durch das KihImittel gesteuert.

[0065] Bei der vorliegenden Ausfiihrungsform wird
bei der Prifung des elektronischen Bauelements D
die Lichtausgangsleistung der LED 41 auf Basis der
Informationen uUber die in der Potentialdifferenzer-
zeugungsschaltung des elektronischen Bauele-
ments D erzeugte Potentialdifferenz so gesteuert,
dass die Temperatur des elektronischen Bauele-
ments zur Priftemperatur/Solltemperatur wird, und
das Umschalten zwischen Ausflihrung und Unterbre-
chung der Kihimittelzufuhr in den Aufspanntisch 30,
d. h. das Offnen und SchlieRen des Hochgeschwin-
digkeitsschaltventils 50, wird so gesteuert, dass der
Mittelwert der Ausgangsleistungen der LED 41 zum
Sollwert wird.

[0066] Um die Temperatur des zu priifenden elekt-
ronischen Bauelements D zu steuern, steuert die
Basiseinheit 13 auch bei der vorliegenden Ausfiuh-
rungsform die Erwarmung mittels der Lichtausgangs-
leistung der dem elektronischen Bauelement D zuge-
ordneten LED 41 auf Grundlage der Temperatur des
zu prufenden elektronischen Bauelements D, wobei
sie auch die Warmeaufnahme durch das Kihimittel
im KihImittelkanal 32a des Aufspanntisches 30 auf
Grundlage der Lichtausgangsleistung der LED 41
steuert. Daher mussen keine LEDs 41 mit grol3er
maximaler Ausgangsleistung verwendet oder die
Anzahl der LEDs 41 erhéht werden. Daher kann
eine Zunahme der Kosten verhindert werden, wobei
sich ein Kuhlen der LEDs 41 erubrigt. Ferner kann
die Zuverlassigkeit des Probers 1 aufrechterhalten
werden, da die Ausfallrate von LEDs 41 gering ist,
wenn sich nicht gekuhlt werden.

[0067] Bei der vorliegenden Ausflihrungsform ist fir
das Hochgeschwindigkeitsschaltventil 50 im Gegen-
satz zum Durchflussregelventil 36 kein Motor erfor-
derlich, wodurch die Kosten gering gehalten und
Platz eingespart werden kénnen.

[0068] Da der Sollwert des Betriebswerts der LED
41 eine Hysterese aufweist, kann ein zu steuerndes
Objekt bei der vorliegenden Ausfiihrungsform auf
einer Hyperebene fixiert werden, ohne dass es zu
einem Schlagen kommt.

[0069] Auch bei der vorliegenden Ausfiihrungsform
ist das auf der Temperaturregelung der Basiseinheit
13 basierende Regelverfahren eine Sliding-Mode-
Regelung, die sowohl ein lineares als auch ein nicht-
lineares Element verwendet. Als lineares Element
werden die Lichtausgangsleistung der LED 41 und
als nichtlineares Element die Schaltung der KihImit-
telzufuhr (Ausfiihrung/Unterbrechung) verwendet.

(Dritte Ausfihrungsform)

[0070] Fig. 10 zeigt eine Darstellung zur Erlaute-
rung einer als Prober ausgebildeten Testvorrichtung
fur ein elektronisches Bauelement gemal einer drit-
ten Ausfuhrungsform der vorliegenden Offenbarung
und zeigt ein Blockschaltbild das den Aufbau einer in
dem Prober enthaltenen Basiseinheit schematisch
veranschaulicht. In dem wie in Fig. 10 dargestellten
Prober der vorliegenden Ausflihrungsform weist die
Basiseinheit 13 einen LED-Betriebswertbestim-
mungsteil 70 und einen LED-Steuerungsteil 71 auf.

[0071] Der LED-Betriebswertbestimmungsteil 70
dient der Vornahme einer Rickkopplungsregelung
bei der die Temperatur des zu untersuchenden elekt-
ronischen Bauelements D konstant auf der Solltem-
peratur gehalten wird, wobei der Betriebswert der
LED 41 auf Basis der Temperatur des elektronischen
Bauelements D und der Temperatur des Aufspannti-
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sches 30 bestimmt wird. Konkret berechnet der LED-
Betriebswertbestimmungsteil 70 beispielsweise die
Differenz zwischen der mit Hilfe des Bauelementtem-
peraturberechnungsteils 13c berechneten Tempera-
tur des elektronischen Bauelements D und der im
Speicherteil 13a gespeicherten Solltemperatur des
elektronischen Bauelements D und nimmt eine
Schatzung der Temperatur des Aufspanntisches 30
vor. Die obige Schatzung erfolgt z. B. anhand einer
zeitlichen Integration der Differenz. Anschlielend
berechnet der LED-Betriebswertbestimmungsteil 70
eine Differenz zwischen der geschatzten Temperatur
des Aufspanntisches 30 und der Uber den Aufspann-
tischtemperaturbezugsteil 13h bezogenen Tempera-
tur des Aufspanntisches 30 und berechnet/bestimmt
den Betriebswert der LED 41, die dem zu priifenden
elektronischen Bauelement D zugeordnet ist, auf
Basis der Differenz. Das bedeutet, dass der LED-
Betriebswertbestimmungsteil 70 den Betriebswert
der LED 41 berechnet/bestimmt, indem er eine
Zustandsrickmeldung vornimmt, bei der die Tempe-
ratur des Aufspanntisches 30 als Zustandswert ver-
wendet wird.

[0072] Der LED-Steuerteil 71 stellt die Lichtaus-
gangsleistung der LED 41 auf Basis des von dem
LED-Betriebswertbestimmungsteil 70 berechneten
Betriebswerts ein. Dadurch wird die Erwarmung des
zu prufenden elektronischen Bauelements D oder
dergleichen Uber das Licht der LED 41 gesteuert.

[0073] Bei dem Prober der vorliegenden Ausflih-
rungsform wird bei einer Rickkopplungsregelung
der Temperatur des zu priifenden elektronischen
Bauelements D eine Zustandsriickkopplung vorge-
nommen, bei der die Temperatur des Aufspannti-
sches 30 (genauer gesagt des Deckelelements 31)
als ZustandsgroRe verwendet wird. Dadurch lasst
sich die Temperatur des zu prifenden elektronischen
Bauelements D genauer regeln.

[0074] Die vorliegende Ausfiihrungsform lasst sich
auch auf den Fall anwenden, bei dem die Warmeab-
sorption durch Umschalten zwischen Ausfiihrung
und Unterbrechung der Kuhimittelzufuhr gesteuert
wird, wobei als Ventil das Hochgeschwindigkeits-
schaltventil 50 eingesetzt wird.

[0075] Bei dem oben angegebenen Beispiel handelt
es sich um ein Beispiel, bei dem die Anzahl der
gleichzeitig zu prifenden elektronischen Bauele-
mente D eins betragt. Die oben beschriebenen Aus-
fuhrungsformen sind jedoch auch auf einen Fall
anwendbar, bei dem mehrere elektronische Bauele-
mente D gleichzeitig geprift werden. In diesem Fall
wird der auf die Warmeabsorption durch das Kihimit-
tel bezogene Betriebswert beispielsweise so
bestimmt, dass der Mittelwert der Betriebswerte der
den jeweiligen elektronischen Bauelementen zuge-

ordneten LEDs konstant auf dem Sollwert gehalten
wird.

[0076] Vorstehend wurden Ausflihrungsformen der
vorliegenden Offenbarung beschrieben, die vorlie-
gende Offenbarung ist jedoch nicht auf diese Bei-
spiele beschrankt. Fiir einen Durchschnittsfachmann
ist es jedoch offensichtlich, dass diverse Abwandlun-
gen oder Anderungen innerhalb des Umfangs der in
den Ansprichen dargelegten technischen Lehre
denkbar sind, und es wird davon ausgegangen,
dass diese Abwandlungen und Anderungen dem
technischen Umfang der vorliegenden Offenbarung
selbstverstandlich zuzurechnen sind.

< Beispiele >

[0077] Die Fig. 11A und 11B bis 16A und 16B zeigen
fur die Vergleichsbeispiele 1 und 2 und die Testbei-
spiele 1 bis 4 Simulationsergebnisse flr die Tempe-
raturen von elektronischen Bauelementen, wenn die
zu prifenden elektronischen Bauelemente Warme
verzogerungsfrei erzeugen. In jeder der Figuren
reprasentieren die horizontale Achse die Zeit und
die linke vertikale Achse die Temperatur des elekt-
ronischen Bauelements sowie die Heizleistung des
elektronischen Bauelements. Die rechte vertikale
Achse reprasentiert in den Fig. 11A, 11B, 12A und
12B den LED-Betriebswert, in den Fig. 13A, 13B,
14A und 14B den Offnungsgrad des Kihimittel-
Durchflussregelventils und in den Fig. 15A, 15B,
16A und 16B den geodffneten/geschlossenen
Zustand des Hochgeschwindigkeitsschaltventils. An
der rechten vertikalen Achse in den Figuren
Fig. 15A, 15B, 16A und 16B bedeuten ,1 dass
sich das Ventil im gedffneten Zustand befindet, und
,0“, dass das Ventil geschlossenen ist. Jede der
Figuren B zeigt eine teilweise vergrofierte Ansicht
der zugehorigen Figur A.

[0078] Die Vergleichsbeispiele 1 und 2 zeigen Simu-
lationsergebnisse, wenn ein Vergleichsprober ver-
wendet wird. Der Vergleichsprober unterscheidet
sich vom Prober der ersten Ausfuhrungsform ledig-
lich durch das Verfahren zur Regelung der Tempera-
tur des elektronischen Bauelements. Der Vergleichs-
prober steuert die Temperatur des elektronischen
Bauelements lediglich durch Steuern der Erwarmung
Uber die Lichtausgangsleistung bei konstant gehalt-
ener Warmeabsorption durch das Kihimittel. Die
Testbeispiele 1 und 2 stellen Simulationsergebnisse
dar, wenn ein Prober gemaf der oben beschriebe-
nen ersten Ausfihrungsform eingesetzt wird. Die
Testbeispiele 3 und 4 stellen Simulationsergebnisse
dar, wenn ein Prober gemaf der oben beschriebe-
nen zweiten Ausfihrungsform eingesetzt wird.

[0079] Fur die oben angefiihrten Simulationen
wurde angenommen, dass die elektronischen Baue-
lemente nach Ablauf von etwa 80 Sekunden fiir etwa

12/28



DE 11 2019 001 139 B4 2024.10.31

10 Sekunden Warme erzeugten. Das KuhImittel war
Wasser, das Material des Deckelelements 31 des
Aufspanntisches 30 war SiC, die maximale Aus-
gangsleistung der LED betrug 90 W und der Sollbet-
riebswert der LED betrug 30 W. Ferner betrug die
Solltemperatur des elektronischen Bauelements
aulBer bei dem Testbeispiel 4 85 Grad C, wobei die
Solltemperatur bei dem Testbeispiel 4 105 Grad C
betrug. Die Heizleistung des elektronischen Bauele-
ments betrug beim Vergleichsbeispiel 1 50 W, beim
Vergleichsbeispiel 2 100 W, beim Testbeispiel 1 200
W, bei den Testbeispielen 2 und 3 300 W und beim
Testbeispiel 4 765 W.

[0080] Bei dem oben beschriebenen Vergleichspro-
ber kann, wie aus dem Vergleichsbeispiel 1 von
Fig. 11A und Fig. 11B ersichtlich ist, die Temperatur,
wenn die Heizleistung des elektronischen Bauele-
ments nur 50 W betragt, in einem an der Solltempe-
ratur gelegenen geeigneten Bereich (innerhalb der
Solltemperatur +3 Grad C) geregelt werden. Wenn
die Heizleistung des elektronischen Bauelements
jedoch 100 W erreicht, steigt die Temperatur des
elektronischen Bauelements, wie aus dem Ver-
gleichsbeispiel 2 in Fig. 12A und Fig. 12B ersichtlich
ist, Uber die Solltemperatur an, konkret auf 92,7 Grad
C, und verlasst den geeigneten Bereich.

[0081] Dagegen kann die Temperatur eines elekt-
ronischen Bauelements bei einem Prober gemaf
der ersten Ausfiihrungsform, wie aus dem Testbei-
spiel 1 von Fig. 13A und Fig. 13B ersichtlich ist,
selbst dann, wenn die Heizleistung des elektron-
ischen Bauelements 200 W betragt, und somit gro-
Ber ist als beim Vergleichsbeispiel 2, innerhalb des
an der Solltemperatur gelegenen geeigneten
Bereichs, d. h. auf 88 Grad C oder darunter, eingere-
gelt werden. Wenn die Heizleistung des elektron-
ischen Bauelements bei einem Prober gemal der
ersten Ausfihrungsform sehr grof} ist, beispiels-
weise 300 W wie im Testbeispiel 2 von Fig. 14A
und Fig. 14B, dann steigt die Temperatur jedoch auf
93,8 Grad C an.

[0082] Bei einem Prober gemal der zweiten Aus-
fihrungsform weist die Temperatur des elektron-
ischen Bauelements, wie aus dem Testbeispiel 3
von Fig. 15A und Fig. 15B ersichtlich ist, selbst
dann, wenn die Heizleistung des elektronischen
Bauelements mit 300 W sehr grof3 ist, mit maximal
85,9 Grad C einen Wert nahe der Solltemperatur
auf und kann innerhalb eines sehr nahe an der Soll-
temperatur gelegenen Bereichs geregelt werden.
Ferner betragt die Temperatur des elektronischen
Bauelements bei einem Prober gemaf der zweiten
Ausfiihrungsform selbst bei einer gréReren Heizleis-
tung des elektronischen Bauelements, beispiels-
weise im Falle einer Heizleistung von 765 W wie im
Testbeispiel 4 von Fig. 16A und Fig. 16B , die mehr
als dem Doppelten der des Testbeispiels 3 ent-

spricht, bei einer Solltemperatur von 105 Grad C
nur 107,2 Grad C, und liegt damit gerade einmal 2,2
Grad uber der Solltemperatur und kann daher inner-
halb eines geeigneten Bereichs von der Solltempera-
tur geregelt werden.

GEWERBLICHE NUTZUNG DER VORLIEGENDEN
ERFINDUNG

[0083] Die vorliegende Offenbarung eignet sich fir
die Technologie zur Prifung elektronischer Bauele-
mente.

ERLAUTERUNG DER BEZUGSZEICHEN

[0084] 1: Prober, 2: Aufnahmekammer, 3: Ladesta-
tion, 4: Tester, 10: Objekttisch, 11: Proberplatine,
11a: Prifspitze, 12: Schnittstelle, 13: Basiseinheit,
13a: Speicherteil, 13b: Bauelementtemperaturinfor-
mationsbezugsteil, 13c: Bauelementtemperaturbe-
rechnungsteil, 13d, 70: LED-Betriebswertbestim-
mungsteil, 13e, 60:
Ventilbetriebswertbestimmungsteil, 13f, 71: LED-
Steuerungsteil, 13g, 61: Ventilsteuerungsteil, 13h:
Aufspanntischtemperaturbezugsteil, 14: Potenzial-
differenzmesseinheit, 17: Tester-Computer, 18:
Benutzerschnittstelle, 31a: Temperatursensor, 32:
Bodenelement, 32a: Kiihimittelkanal, 36: Durchfluss-
regelventil, 40: Lichtbestrahlungsmechanismus, 41:
LED, 50: Hochgeschwindigkeitsschaltventil, E: Elekt-
rode, U: LED-Einheit, W: Wafer

Patentanspriiche

1. Testvorrichtung, die einen Anschlusskontakt
mit einem auf einem Testobjekt ausgebildeten elekt-
ronischen Bauelement in elektrischen Kontakt
bringt, um das elektronische Bauelement zu prifen,
wobei die Testvorrichtung umfasst:
einen Aufspanntisch, der aufweist: einen Kihlmittel-
kanal, durch den ein zum Ubertragen von Licht
geeignetes KihImittel stromt, eine durch ein Deckel-
element gebildete Seite zum Anbringen des Testob-
jekts, und eine der Seite zum Anbringen des Testob-
jekts gegeniberliegende Seite, die von einem
lichtdurchlassigen Bauteil gebildet ist, wobei der
Aufspanntisch ausgebildet ist, das Testobjekt auf
der durch das Deckelelement gebildeten Seite zum
Anbringen anzubringen;
einen Lichtbestrahlungsmechanismus mit LEDs, die
so angeordnet sind, dass sie zu einer Oberflache an
der der Seite zum Anbringen des Testobjekts am
Aufspanntisch gegeniberliegenden Seite weisen,
wobei die LEDs zum Testobjekt gerichtet sind; und
eine Steuerung, die ausgebildet ist, die Temperatur
des zu prifenden elektronischen Bauelements
durch Steuern der Warmeabsorption durch
das Kuhimittel und der Erwarmung durch Licht von
den LEDs zu steuern, wobei das Deckelelement und
das lichtdurchlassige Bauteil miteinander in Kontakt

13/28



DE 11 2019 001 139 B4 2024.10.31

kommen, und wobei die Steuerung ausgebildet ist:
eine Lichtausgangsleistung der LEDs auf Basis von
zumindest einer gemessenen Temperatur des zu
prifenden elektronischen Bauelements zu steuern;
und

die Warmeabsorption durch das KihImittel auf Basis
der Lichtausgangsleistung der LEDs zu steuern.

2. Testvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die
Steuerung ausgebildet ist:
die Lichtausgangsleistung der LEDs so steuern,
dass die Temperatur des zu prifenden elektron-
ischen Bauelements konstant wird; und
die Warmeabsorption durch das KihIlmittel so zu
steuern, dass die Lichtausgangsleistung der LEDs
konstant wird.

3. Testvorrichtung nach Anspruch 2, wobei die
Steuerung ausgebildet ist, die Lichtausgangsleis-
tung der LEDs auf Basis der gemessenen Tempera-
tur des zu prifenden elektronischen Bauelements
und einer gemessenen Temperatur des Aufspannti-
sches so zu steuern, dass die Temperatur des zu
prifenden elektronischen Bauelements konstant
wird.

4. Testvorrichtung nach Anspruch 2, wobei die
Steuerung ausgebildet ist, die Warmeabsorption
durch das Kihlmittel durch Steuern eines Volu-
menstroms des Kihlmittels so zu steuern, dass die
Lichtausgangsleistung der LEDs konstant wird.

5. Testvorrichtung nach Anspruch 3, wobei die
Steuerung ausgebildet ist, die Warmeabsorption
durch das Kuhimittel durch Steuern eines Volu-
menstroms des Kihlmittels so zu steuern, dass die
Lichtausgangsleistung der LEDs konstant wird.

6. Testvorrichtung nach Anspruch 2, wobei die
Steuerung ausgebildet ist, die Warmeabsorption
durch das Kuihlmittel durch Umschalten zwischen
einer Ausflhrung und einer Unterbrechung der
Kuhlmittelzufuhr basierend darauf zu steuern, ob
die Lichtausgangsleistung der LEDs einen vorgege-
benen Wert Uberschreitet.

7. Testvorrichtung nach Anspruch 3, wobei die
Steuerung ausgebildet ist, die Warmeabsorption
durch das Kuhimittel durch Umschalten zwischen
einer Ausfiihrung und einer Unterbrechung der
KihImittelzufuhr basierend darauf zu steuern, ob
die Lichtausgangsleistung der LEDs einen vorgege-
benen Wert Uberschreitet.

8. Testvorrichtung nach Anspruch 6, bei der die
Steuerung bewirkt, dass der vorgegebene Wert eine
Hysterese aufweist.

9. Testvorrichtung nach Anspruch 7, bei der die
Steuerung bewirkt, dass der vorgegebene Wert eine
Hysterese aufweist.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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